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J. W. BARAN, J. KĘDZIERSKI, Z. HfKSZŁ\NSK\,^.iU\3A-.Dynamicznametodawyznaczaniadwójlornności 

substancji cieklokrystaliczn ych 

W pracy opisano metodę i uktad pomia rowy do wyznaczania dwój łomnośc i (anizotropii współczynnika 
załamania) substancj i ciekłokrystalicznycłi. Jest ona modyf ikacją metody ciekłokrystal icznego klina inter-
ferencyjnego i polega na pomiarze zmian odległości międzyprążkowych przy monotonicznej zmianie 
temperatury próbki lub długości fali użytego światła. Opisaną metodą przeprowadzono pomiary dla 
MBBA (dla p-n-metoksybenzyl ideno-p-buty loani l iny) i po równano je z wyn ikami innycł i autorów. 

J. PIOTROWSKI, H. POLAKOWSKI: Zasfosowan/e warstw fCd, Hg/Te do konstrukcji mozaik detektorów 
fotoprzewodzących 
Badano przydatność cienkicł i wars tw Te do konstrukcj i mozaikowych! detektorow fotoprzewo-
dzącycłi. 

Wars twy te o t rzymywano metodą izotermicznego osadzania tel lurku r tęciowego na uprzednio wykonane 

płytki CdTe lub cienkie wars twy CdTe nanoszone próżniowo. 

Wykazano możl iwość otrzymania wars tw o dużej powierzct ini dobryc ł i własnościacł i fotoelek-

trycznych i dostatecznie jednorodnycł i . 

Gradienty położenia krawędzi absorpcj i podstawowe) — m e p^ekraczaią wartości 2 , 5 - 4 i ^ ( p r z y 

= 5,i im) co odpowiada gradientowi składu wzdłuż powierzct in i mniejszemu od 0,1 m " ' (x = 

0,26). Wars twy te mogą być domieszkowane z jednorodnością w z g l ę d n ą — o k o ł o 5 0 m " ' ( przyn = 

= 10^' m - ' ) . ^ 
Jednorodność względna czasu ż y c i a — w y n o s i około 80 m ' (przy r = 10 ®s ') . 

W. RUPNIEWSKI, M. WÓJCIK: Metodyka badania warstw epitaksjalnych krzemu za pomocą transmisyj-

nego mikroskopu elektronowego z zastosowaniem map linii Kikuchi 

W pracy zamieszczono mapę linii Kikucłii, sposob jej wykonania, zasady praktycznego zastosowania 

mapy do badania dyslokacji i b łędów ułożenia obserwowanych! za pomocą t ransmisy jnego mikroskopu 

e lekt ronowego w krzemowej warstwie epitaksjalnej o kierunku wzrostu 111 

J. BEKISZ, Z. PIĘTASZEWSKI: Wptyw warunków obróbki termicznej na własności NiO domieszkowa-

nego LiiO 

Zbadano w p ł y w koncentracj i Li jO i tempera tu ry spiekania t w o r z y w te rm is to rowyc ł i Li)jNi,_)^0 na rezys-

t ywność i t empera tu rowy współczynnik rezystancji w y k o n a n y c h t e r m i s t o r o w oraz stabilność, ich rezys-

tancj i w 120°C. 

Stwierdzono, że zwiększenie Li jO w NiO powyżej 1 % at.Li nie zmienia w sposób zasadniczy paramet rów 

tworzywa te rmis to rowego. 

W zakresie koncentracj i Li jO od 0,02 do 1% at.Li uzyskano te rmis to ry o rezystywności w 25°C od 10^ do 

10i2 c m i t e m p e r a t u r o w y m współczynniku rezystancji w 25°C od -4 ,5 do - 3 % / ° C . 

E. ZALEWSKI, J. CINAK: Otrzymywanie monokryształów granatu gadolinowo-galowego metodą Czo-

chralskiego 
Granaty gado l inowo-ga lowe stosuje się w technice jako mater iał pod łożowy pod epitaksjalne w a r s t w y 

magnetyczne. W pracy opisano o t rzymywan ie GGG metodą Czochralskiego ze stopionej mieszaniny 

t lenków. Szybkość krystalizacji wynos i ła 4 -5 m m / h przy 40 obrotach na minutę. Ot rzymano kryształy 

o średnicy do 3 cm i d ługości do 7 cm. 

J. NOWACKI, M. NAROŻNIAK; Hermetyzacja układów hybrydowych na podłożach szklanych i szklano-

-krystalicznych 

W artykule o m ó w i o n o p rob lemy związane z hermetyzacją - metodą prasowania przet łoczonego - ukła-

d ó w h y b r y d o w y c h na podłożach szklanych i szklano-krystal icznych. 
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fl. 5APAH, B. KEHfl3EPGKl/|, 3. PAIUEBCKU, K). >KMm: ¿}uHaMU'^ecKuu Memod onpeóeneHufi 

óeynpenoM/ieHufi MuÓKOKpucmannu^ecKuy eemecme 

OnucaHa MSMepuTenbHan cucTewa anf l yswepeHun aHnaorponnn K034)4)ni4MeHTa npenowneHua 

cBera a n n >KMflKOKpncTannMHecKMx eemecTB. 3TO iviOAH(t>nKaLiMn weioAS )t<MAKOKpMCTannnMe-

CKoro MHTep4)epeHUMOHHoro KnuHa ocHosaHa Ha nswepeHMn usMeneHun Me>KflynonocHbix pac-

CTOFLHMKI, ocymecTBfiHiomerocH npn MOHOTOHHOM MSMeHeHUM TewnepaTypbi o6pa3ua M./IM AnnHbi 

ynoTpe6nHeMoro cBeia. ynoMUMyibiM Me io f l ow nponaseAeHbi nswepeHua a n n )KHAKOKpMCTan-

nunecKoro M B B A , KOTopbie óbmn npoaHannaupoBaHbi n cpaeHeHbi c pesy/ ibraraMu ApyrMX asTO-

POB. 

10. nHOTPOBCKU, X. n O n f l K O B C K M : npueoóHocmb cnoee /Cd, H g / T e K KOHcipyKun MHoroaneMeHT-

HblX c t )0T0pe3HCT0pHblX c t )0T0pe3MCTHBHblx (J lOTOpesUCTOpOB 

Bbi/in npoBeAeHbi MccneAOBaHun npuroAHOCTU c n o e B / C d , H g / T e Ana nsroTOBneHUH MHoro3neMeHTHbix 

4)OTope3ncTbiBHbix ASTeKTopoB. CiiOM CdJ^Hg,_)^e 6binn nonyneHbi n y i e w M30TepMMHecK0r0 oca>KAE-

HMH HgTe, Ha3apaHee npuroTOBneHHbie n/iacTHHKn CdTe, nnn TOHKne nneHKn CdTe, nonyneHHbie nyreM 

oca>KAeHMfl 8 BaKyywe. 

rioKaaaHa B03M0>KH0CTb nony^eHn« cnoee nnomaAbio h csb icoKot i OAHopoAHOcibK). PpaAneHTbi 

Kpaa ocHOBHoro nornomeHun HB nepeBbiLuaKDT BennHHHbi 2,5 Y ( A t o = BKM), HTO cooTBerc-

TByeT npoAoribHOMy rpaAneHty c o c r a B a - ^ ^ - 0,1 M ' ' / X = 0,26). OiHOCHTenbHaH OAHopoAHOCTb neryi-

p o B a H M H - ^ ^ nopHAKa 50 M " ' {n = 10^'M"^), epeMfl >KM3HM HOcurenePi nopsAKa 80 M ' (T = 

i C c ) . 

8. Pyr iHUEBCKM, M. B0MI4MK: MemoduKa uccneóóeoHUR 3numaKcua/ibHbix nnenoK KpeMHUH 3/ieK-

mpoHHbiM MUKpocKonoM c npuMensHueM KapmuH nuHuu KuKy^u 

B craibe npeAcraBneHa Kapruna nnHnn KuKyHn, MBTOA ee KOHcipyKunn, ppaKTunecKne npuMeHeHMa ee 

B MccneAOBaHHHx AucnoKaunu m AecJjeKTOB ynaKOBKu, MccneAOBaHHbix c noMombK) rpaHCMuccMOHHOro 

sneKTpoHHoro MUKpocKona B 3nMTaKCManbHbix nneHKax KpeMHun c HanpaBneHueM p o c i a [ ^ l l i ] • 

fl.BSKMLLJ, 3. riEHTALLIEBCKU; fi/70flHiyeycy70SŁ/iy mepMu<^ecKOu oópaóorriKu na ceoucmea NIO, ne rn -

poBaHHoro LizO 

MccneAOBaHO BfiuHMue KOHueHTpaunu L i jO m TeMneparypbi o6>Knra TepMUCTopoBLi j N i , _xO Ha yAenb-

Hoe conpoTMBneHMe, CTa6MnbH0CTb s r o r o conpoTUBneHUH npn 120°U m TeMneparypHbi i i K034)4)ML(MeHT 

COnpOTUBJIBHMn TepMMCTpOB. 

YCTAHOBNENO, HTO yBenuneHue LizO B NiO 6onbiue HBM na 1 % ar. Li ne Menner, B npuHunne, napawerpoB 

TepMMCTOpOB. 

¡Xm KOHueHTpauMM LI2O OT 0,02 AO 1% a i . Li nonyMeno repMucTopbi c eon p o r u BnenneM npn 25"U OT 10^ 

AO 1052 CM M c reMneparypHbiM K034)4)MuneHT0M conpoTUBneHUfl npn 25°U OT - 4 , 5 AO 

- 3 % aT, 

E. 3AnEBCKM, fl.UUHAK; ilony^eHue MOHOKpucmannoe eannuu-eadonu Hueebtx epoHamoe no mb-

moóy HoxpanbCKoeo 

r r r Mcnonb3yK)TCH 8 T e x H H K e Ha noA/ io>KKM A n n 3 n M T a K C M a n b H b i x M a r n e T U H e c K U H c n o e B . MOHOKPMC-

Tannbi RRR Gbmn nonyHBHbi H3 pacnnaBa no MeTOAy HoxpanbCKoro. BbiTHruBaHne npoBOAnnocb co CKO-

pocTbHD 4 - 5 MM/nac n o6opoTax 40 MHH. PlonyHeHbi oSpasubi AnaMeTpoM AO 3 CM n Af inHoi i AO 7 CM. 

R. H O B A U K M , M . H A P O > K H R K : repMemuaauun eu6puÓHbix cxeM HO cmeKnfiHHbix u cmeKnuHHO-Kpuc-

mannu'^ecKux nodno)KKax 

B CTaTbe npeACTaBneHbi npo6neMbi, cBH3aHHbie c repMeTusauen MBTOAOM TpaHccJjepHoro npeccosannn 

rM6pnAHbix cxeM na CTeKnHHHbix m CTeKnHHHO-KpMCTannMHecKnx noAno>KKax. 
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J. W, BARAN, J. KĘDZIERSKI, Z. RASZEWSKI, J. ŻMIJA: Dynamie optimation method of birefringence of 

liquidcristalline substances 

The m e t h o d and the system for measur ing d ispers ion an isot ropy of the l ight refractive indice of nematic 
l iquid crystals is described. This is a modi f ica t ion of the interference wedge method and consists on the 
measurement of the change of the interference f r inges seperat ions caused by monoton ie change of tem- ' 
perature or l ight wave length . Using the system described, measurements o f / I n(X) and ¿1/7 (7") for MBBA 
were per formed. Obta ined results were analysed and c o m p a r e d w i t h the l i terature data. 

J. PIOTROWSKI, H. POLAKOWSKI: Xl/Dp/Zcaf/on of/Cd, Hg/Te thim film structures to tabUcation ofphoto-
rnnductive detectors arrays 

Application of Cd Te th in f i lm structures to fabr icat ion photoconduct ive 1R detectors arrays has 
been considered. The structures were obta ined by isothermal deposi t ion of HgTe onto crystal CdTe sub-
strates or vacuum evaporated CdTe th in f i lms. 

Possibil i ty of obta in ing homogeneous, large area /Cd, Hg/Te layers was shown. 

By means of opt ical absorpt ion m e t h o d s it was p rowed, that lateral compos i t ion gradient 

^ L - value was lower than 0,1 m " ' (x = 0,26). ^ 

The relative homogeni ty of dop ing level and one'of recombinat ion t i m e v a l u e s were bet-

ter than 50 and 80 m " ' respectively {n = 10^'m r = 10"®s). 

W. RUPNIEWSKI, M. WÓJCIK: The method of study for the silicon epitaxial monolayers by means of 
transmission electron microscope with use of Kikuchi Unes map 

The paper consist the Kikuchi lines map, the method of making its and the useful practical rules for anali- 

sis of dislocations and stacking faults obserwed by means of t ransmiss ion electron microscope for sili-

con epitaxial monolayers g r o w n in the C l l f ] direct ion 

J. BEKISZ, Z. PIĘTASZEWSKI: of the heat treatment conditions on the properties of NiO doped 
with LÍ2O 

The influence of concentrat ion Li jO and the temperature of termistors sintering Li N i , - 0 on their resis-
t ivity, stabil i ty of resistance at 120°C and the temperature coeff icient of resistance was investigated. 
This was foud, that increase LÍ2O in NiO above 1 % at. Li do not have the impor tant inf luence on thermis-
tor 's parameters. 

For the concentrat ion L isOf rom 0,02 to 1% at. Li the resistance of thermistors at 25°C f r o m 10^ to 10 Q c m 
and the temperature coeff icient of resistance at 25°C f r o m -4 ,5 to -3%/°C were obtained. 

E. ZALEWSKI, J. CINAK: Czochralski growth of gadolinium-gallum garnet single crystals 

GGG is used as substrate for bubble domain memor ies. Single crystals of th is materials was pul led f rom 
the melt by Czochralski technique. Growth was realised at the rates 4-5 m m / h and rotation 40 min. Bou- 
les about 3 cm in diameter and 7 cm long was obtained. 

NOWACKI J., NAROŻNIAK M.: Encapsulation of hybrid circuits on glass and glass - crystal substrata 

Problems connected w i t h transfer mou ld ing of encapsulat ion hybr id circuits on glass and g l a s s - c r y s t a l 
substrata are discussed. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu u łatwienia prac redakcyjnych związanych z p rzygotowaniem mater iału d o d r u k u redakcja prosi 

Au to rów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Objętości a r tyku łów w zasadzie nie pow inny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2. Artykuły p o w i n n y być napisane na pojedynczych arkuszach fo rmatu A4, jednost ronn iez interl inią (co 
drugi wiersz), z marg inesem 3,5 cm z lewej st rony, dużą czcionką. Na arkuszu nie p o w i n n o być więcej 
niż 31 wierszy po 65 znaków. Wszystkie s t rony pow inny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których p ó w i n n y byćumieszczone rysunki i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno (nie w maszynopisie 
całego artykułu), w 4 egzemplarzach na oddzie lnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej 
tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Ar tykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; pow inny być dołączone do nich krótkie streszczenia 
w języku polsk im, rosyjskim i angielskim (również w 4 egzemplarzach). 

6. Ar tykuły p o w i n n y w zasadzie być podzielone logicznie na części, a w części końcowej w inny być 
s fo rmułowane wnioski . Ty tu łów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności unikać po-
działu artykułu na oddzielnie zatytu łowane części. 

7. Rysunki pow inny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wkle jone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporzą-
dzać oddzielnie (niezależnie od tekstu ar tykułów), w 4 egzemplarzach. Rysu nki należy wykonywać na 
przezroczystej kalce drukarskiej. 

8. Fotografie p o w i n n y być ostre i wykonane na b ia łym błyszczącym papierze fotograf icznym. Numery 

fotograf i i i powiększenie należy podawać na o d w r o c i e - o łówk iem. Numeracją należy objąć rysunki 

i fotograf ie łącznie (nie stosować oddzielnej numeracj i dla rysunków i oddzielnej dla fotografi i). 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz l i teratury, wymienia jąc kolejno nazwisko autora 
i pierwsze litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr t o m u i zeszytu, miejsce 
wydania i rok, ewentualn ie numer strony. Pozycje wykazu l i teratury w inny być numerowane, w tekś-
cie powołan ia na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. ^ i j . 

10. S łown ic two techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach itp. 
pow inny być zgodne z termino log ią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar (SI) 
oraz z innymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powin ien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek 
na stronie nie p o w i n n o być więcej niż 5. 

12 Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania d robnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skró-
tów, korekty styl istycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowan ia w ,,Materiałach Elektronicznych" uważany jest za równoz-
naczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była d rukowana ani wys łana do drukowania 
w żadnym innyrt^ czasopiśmie k ra jowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozu-
miewania się I ewentualnego przestania należnego honorar ium. 
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